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В настоящее время в России применяются сертифицированные 

методики (ГОСТ, ИСО, ПНД Ф) определения химического состава питьевой 
воды. Проведение точного анализа осуществляется в специальных 
химических лабораториях и требует наличия высококвалифицированного 
персонала и высоких материальных затрат. 

Однако следует отметить, что существуют приборы, предназначенные 
для точного анализа качества питьевой воды, применяемые в  
производственных условиях.  

Для титрометрического анализа применяются автоматические 
титраторы (например, титратор DL22F&B), специально разработанные для 
использования в пищевой промышленности. С их помощью можно 
реализовать более 20 методов, для большинства типов титриметрических 
анализов продуктов питания и напитков.  

Фотометры являются комплексным средством измерения. Данные 
приборы оснащены множеством дополнительных функций, которые 
увеличивают область и частоту применения: все данные могут быть 
обработаны на компьютере; приборы  поставляются в комплекте со 
специальным программным обеспечением, облегчающим обработку данных 
и минимизирующим количество ошибок. Существует возможность 
использования приборов в передвижных лабораториях и непосредственно на 
производстве. Фотометры отличаются простотой и удобством использования 
и высокой точностью получаемых данных.  

Основным прибором, применяемым для флуориметрии, является 
ФЛЮОРАТ-02-3М, отличительными особенностями которого являются: 
высокая селективность; широкая номенклатура определяемых показателей; 
минимизация продолжительности измерений и расхода реактивов; 
многофункциональность; мобильность.  

В настоящее время предприятия, выпускающие напитки и питьевую 
воду чаще всего прибегают к услугам специализированных аттестованных 
лабораторий для реализации программы производственного контроля, что 
требует регулярных финансовых вложений, однако использование 
современных приборов для текущего контроля дает возможность 
стабилизировать качество производимой продукции без дополнительных 
затрат.  
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В настоящее время ведутся активные работы по исследованию свойств 

полупроводниковых материалов, в частности физико-химических процессов, 

происходящих как в объеме, так и на поверхности кремния. Так на основе 

поликристаллического кремния получают слои, которые используются в ин-

тегральных конденсаторных структурах (элементы динамической памяти 

DRAM), микроэлектромеханических системах (MEMS), тонкопленочных 

транзисторах, жидкокристаллических дисплеях, солнечных элементах, фо-

топриемниках, излучателях, светодиодах (нанокристаллический кремний). В 

настоящей работе представлены результаты исследования оптических харак-

теристик кремниевых подложек (КДБ), модифицированных в плазме тлею-

щего разряда, и их зависимости от технологических режимов модификации. 

В качестве метода измерения использован неразрушающий бесконтактный 

метод, основанный на регистрации угловой зависимости коэффициента от-

ражения лазерного излучения. На рис. 1 представлен результат таких изме-

рений для исходного (кривая 1) и модифицированного кремния (кривая 2). 

Модификация кремния осуществлялась в 

плазме тлеющего разряда в течение 15 

минут при силе тока = 0,8I мА  и напря-

жении = 1,5U кВ . Различие угловых зави-

симостей коэффициента отражения явля-

ется проявлением модификации, приво-

дящей к изменению характеристик крем-

ния. Полученные результаты представ-

ляют практический интерес для создания 

полупроводниковых материалов с новы-

ми свойствами. 
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Рис. 1. Результат измерений 
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